Abmessungen: Bouform B 3/250, TGL 11 811
Masse = 1 g
Zul@ssige Hochstwerte bis #jmax

Ucso = 20V Piot = 25W

Uceo = 20V bei 0c = 25 oC

Uso = 5V L = 175 oC

Ic = 250 mA a - 125 oC

Pigt = 600 mW

bei #a = 25 °C Warmewiderstand Ry, < 250 99
w

Kennwerte fir #a = 25°C -5 grd Rmni< 60 9:’

| Min. : Typ Max. 1 MeBbedingungen m

Reststrome

Icso | |25 nA | Ucs = 15 V |

Durchbruchspannungen

Usr)cso| 20 V| lc = 5uA |

U(er)ceo 20V | lc = 50 mA |

U(er)eso | 5 V : le = 5 pA !

Sdttigungsspannung .

UCEsat 06V lc = 150 mA, lIa = 15 mA

Gleichstromverstiirkung

B 18 Uce = 2V, lIc = 30 mA

B 18 a5 A

B | 2 70 B

B 57 19 C

B 13 76 D

B 226 i 550 l E

Ubergangsfrequenz

ir 40 MHz | Uce = 10 V, Ic = 10 mA,
| f = 15 MHz

Bestellbeispiel fir einen Transistor Transistor SC 110 B
der Stromverstérkungsgruppe B
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